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通信の高周波化が進みミリ波帯(30～300 GHz)に近づいている。国内では 2019 年中に実用化を

目指す第 5世代(5G)通信に 3～28 GHzの電磁波の使用が予定されており、また、検討が開始され

ている『Beyond 5G(6G)』通信では 100～300 GHzといった周波数帯の利用も議論されている[1]。

この背景より、低損失材料の誘電特性の評価技術の 100 GHz を超える周波数の拡大が必要となっ

ている。現在主流となっている空洞共振法[2]では、共振器の作製精度に限界があり、300 GHzま

での測定周波数の拡大は困難である。そこで我々は高周波プローブを伝送線路の半ばに接触させ

て、プローブの前方と後方に伝搬する信号の共振現象を利用した材料計測技術を開発し、100 GHz

以下の周波数帯で実証した[3]。この手法では、共振器の寸法精度はプローブの位置制御精度で決

めることができるため、従来の共振器では困難であった 300 GHz 帯における材料計測も期待でき

る。そこで、本稿では 300 GHz帯での初期検討の結果について報告する。 

比誘電率を文献 3 と同様にコプレーナ型高周波プローブをコプレーナ導波路の伝送線路上の異

なる箇所に接触させた時の共振周波数の違いから算出した。Figure 1に比誘電率の評価結果を示す。

比較のため、既報の THz-Time Domain 

Spectroscopy(TDS)法によるサブミリ波

帯におけるアルミナの比誘電率を示し

た[4]。ミリ波帯において比誘電率は 9.2

～10 となり、THz-TDS 法と比べて整合

性のある結果を得る事ができた。 
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